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Реферат 

 

Поясювальна записка до дипломної роботи містить 53 сторінки,  

 23 рисунка,  9 таблиць, 30  бібліографічних найменувань.  

В даній роботі було розглянуто та проведено дослідження з формування 

діелектричних плівок для ІЧ фотодетекторів InSb методом хімічного 

газофазного осадження.  

         Розглянуто методи нанесення діелектричних плівок, технологічний 

маршрут формування діелектричних плівок на пластинах InSb, обладнання за 

допомогою якого виконуються процеси  формування плівок, особливості та 

безпосередньо підготовку пластин InSb перед проведенням процесу 

осадження.  

         Приведені методи виміру товщини плівки та метод ІЧ-спектроскопії за 

допомогою якого можливо більш детально та точно сказати про структуру та 

склад вихідної діелектричної плівки. 

       Розглянуто переваги та недоліки використання даного методу 

формування діелектричних плівок та приведені приклади готових зразків та 

їх характеристик. 

        Проведено дослідження діелектричних плівок за допомогою вище 

вказаних методів та розраховано оптимальні параметри та співвідношення 

об’ємних витрат робочих газів для отримання якісних діелектричних 

покриттів. 

 Ключові слова: ІЧ фотодетектор, фотодіод, антимонід індію, 

діелектричні плівки, хімічне газофазне осадження.  
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Abstract 

 

The work contains 53 pages, 23 figures, 9 tables, 30 bibliographic titles. 

In this work, the research regarding the formation of dielectric films for InSb 

infrared photodetectors using chemical vapor deposition was carried out. 

The methods of dielectric films’ deposition, the technological route of the 

dielectric films’ formation on InSb substrate, the equipment used to perform the 

deposition, the pecularities of the process and the preparation of InSb plates before 

the deposition are concidered. 

The methods of measuring the thickness of the film and the method of IR 

spectroscopy, which allows to clarify and concretize the structure and composition 

of the dielectric film, is regarded. 

The advantages and disadvantages of using CVD to form the dielectric films 

are considered, the properties and characteristics of the obtained samples are given. 

The investigation of dielectric films was carried out using the above 

mentioned methods and optimal parameters and the ratio of volumetric flow rates 

of working gases were obtained for obtaining qualitative dielectric coatings. 

Keywords: IR photodetector,  photodiode, InSb, dielectric films, chemical vapor 
deposition. 
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